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【はじめに】 GaN系 LEDの発光強度が、絶縁膜被覆により向上することが報告されている[1]。

本研究では、GaN系 LEDのさらなる発光出力向上の可能性を検証するために、各種絶縁膜の

構成とプロセス条件の影響を調べる実験に着手した。実験では、プラズマ CVD による SiO2

膜、ALD法による Al2O3膜などを用い LEDの光強度増減について調べた。 

【実験内容】 C 面サファイア基板上に MOCVD 法を用いて、低温 GaN バッファ層、n-GaN

層、MQW 層、p-GaN層をこの順に成長し、発光波長が 460nm付近となる青色 LED構造を作

製した。LED 素子は、フォトリソグラフィ技術を用いて作製した。この際、p-GaN コンタク

ト用透明金属膜（Ni/Au=6/12 nm）を堆積し合金化アニールを施した後に、プラズマ CVD

（PECVD）による膜厚 30nmの SiO2を、入力パワーを変えて堆積した。その後、絶縁膜への

コンタクトホールの形成とパッド形成を行い、LED素子を完成させた。完成図を図 1に示す。 

【実験結果】 図 2 に、SiO2膜厚 30nm を PECVD の入力パワーを変えて被覆した LED 素子の

発光出力特性を示した。図の Reference は、酸化膜被覆を行っていない LED 素子である。図

に示す通り、PECVD－SiO2膜を被覆したものについては、Reference品に比べて総じて 20~50%

の光出力向上が得られた。この光出力向上については、被覆した膜の屈折率である程度説明

ができるが、定量的にはそれ以外の観点からの考察も必要と考えられる。発表では、膜厚や

その他の酸化膜被覆を行った実験についても合わせて報告する 

参考文献： [1] C. M. Yang et al., Optics and Photonics Journal 2 (2012) 185.  
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図 2. 作製した LEDの光出力特性 図 1. 作製した LEDの断面構造模式図 
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